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Sposob wytwarzania cienkiej warstwy platyny
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
cienkiej warstwy platyny o duzym temperaturo-
wym wspé6lczynniku rezystancji mogacej znalezé
zastosowanie w kontroli $redniej temperatury po-
wierzchni cial stalych.

Znanym sposobem otrzymywania cienkich warstw
platyny o duzym temperaturowym wspélczynniku
rezystancji jest parowanie w wysokiej prézni albo
katodowe rozpylanie w atmosferze gazu chemicznie
obojetnego. Po procesie nanoszenia cienkg warstwe
metalicznej platyny poddaje si¢ starzeniu w celu
poprawienia jej wlasno$ci metalicznych. Tempera-
turowy wspélczynnik rezystancji warstw platyny
uzyskiwanych znanymi sposobami nie przekracza
warto$ci 2,5 10— K-2 z czego wynika mala czuloéé
czujnikéw do pomiaru temperatury z wykorzysta-
niem cienkiej warstwy platyny.

Celem wynalazku jest zwiekszenie temperaturo-
wego wspélczynnika rezystancji, za§ zagadnieniem
technicznym wynalazku jest opracowanie sposobu
wytwarzania, ktéry doprowadzi do uzyskania cien-
kiej warstwy platyny o duzej wartoSci temperatu-
rowego wspélczynnika rezystancji.

Zagadnienie to zostalo rozwigzane przez nanie-
sienie platyny w atmosferze gazu reaktywnego
przez reaktywne katodowe rozpylanie a nastepnie
wygrzanie naniesionej warstwy w temperaturze
800°K—2000°K w czasie od kilkunastu godzin do
killgu sekund, najkorzystniej w temperaturze 870 K
w czasie 5—30 minut.
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Zasadniczg Kkorzys$cig techniczng wynikajaca ze
stosowania sposobu wytwarzania cienkiej warstwy
platyny wedlug wynalazku jest uzyskanie duzej
warto$ci temperaturowego wspoélczynnika rezystan-
cii, a zatem mozliwos¢ wykonania platynowego
czujnika cienkowarstwowego o duzej czuloéci.

Sposéb otrzymywania cienkiej warstwy platyny
wedlug wynalazku jest objasniony w przykladach
wykonania.

Przyklad I. Na podlozu z ceramiki alundowo-
cyrkonowej nanosi sie cienkg warstwe metodg roz-
pylania platyny w systemie diodowym w atmosfe-
rze powietrza. Warunki rozpylania ci$nienie powie-
trza 10—!Tr, prad wyladowania 20 mA, napiecie
1700 V, osiowe pole magnetyczne 4 103A/m. Elek-
troda z blachy platynowej 50X60X0,2 mm umiesz-
czona jest w odleglosci 55 mm od podlozy. Szybko$é
nanoszenia wynosi 0,25 mm/s, a czas nanoszenia 25
minut. BezpoSrednio po napyleniu otrzymuje sie
warstwy o rezystancji powierzchniowej 750 /KW
i ujemnym temperaturowym wspélczynniku rezy-
stancji —4 103K-1. Warstwy wygrzewa sie w po-
wietrzu o temperaturze 870°K w ciggu 15 min. Po
wygrzaniu rezystancja powierzchniowa wynosi 5,5
/KW, a temperaturowy wspélczynnik rezystancji
osigga dodatnig warto§é 3,5 103K-1,

Warstwy zabezpiecza sie warstwg SiO o grubo-
$ci 2 m. Po stabilizacji w powietrzu o temperaturze
650 K wykazujg w czasie 150 godzin wygrzewania
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w temperaturze 620 K w powietrzu zmiany rezy-
stancji mniejsze od 0,5%.

Przyklad II. Warstwy na tym samym podlozu
nanosi sie jak w przykladzie I. Naniesiong warstwe
o rezystancji powierzchniowej 750 /KW i tempera-
turowym wspélczynniku rezystancji —4 10— K1
wygrzewa sie¢ w powietrzu o temperaturze 1800 K
w czasie 20 sek. Po wygrzaniu rezystancja po-
wierzchniowa wynosi 5,8/KW, a temperaturowy
wspélczynnik rezystancji osigga dodatnig wartosé
3 103 K1,
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania cienkiej warstwy platyny o
duzym temperaturowym wsp6lczynniku rezystancji
polegajacy na wytworzeniu przez reaktywne kato-
dowe rozpylanie warstwy platyny na dielektrycz-
nym podlozu, znamienny tym, Ze platyne nanosi
sie w atmosferze gazu reaktywnego, a nastepnie
naniesiong warstwe poddaje sie wygrzewaniu w
temperaturze 800 K—200 K w czasie od kilkunastu
do kilku sekund, najkorzystniej w temperaturze
870 K w czasie 5—30 min.

ERRATA
Yam 4, wiersz 10
Jest: 800 K — 200K
powinno by¢: 800 K — 2 000 K
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